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Inventia se referd la procedee de obtinere a materialelor semiconductoare si poate fi utilizatd in tehnologia
semiconductoare.

Procedeul, conform inventiei, consta in sinterizarea pulberilor de ZnO prin metoda reactiei chimice de transport intr-
un volum inchis la o temperatura de sinterizare de 900...1150°C. In calitate de agenti de transport se utilizeaza HCI
cu presiunea inifiala de 1...6 atm, hidrogen cu presiunea initiala de 50...200% din presiunea HCI si carbon in cantitatea
necesar respectarii conditiei C:HC1=0...1 mol.
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